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1. Iz dane matricne enacbe nariSite inkrementalno nadomestno vezje za orientacijo s kupnim
emitorjem in dolocite napetostno ojacenje (4,), ¢e je na izhodu priklju¢eno breme R;, = 500 Q.
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(Resitev: A, = —-48,8)

2. Za narisano vezje doloCite vrednost napetosti Upp tako, da se bo delovna tocka bipolarnega
tranzistorja nahajala ravno na meji med aktivnim podro¢jem in nasic¢enjem.
(Podatki: ar = 0,99, R =47 kQ, Upe=0,6 V, Re = 1 kQ, Ucc=12 V)

+ 7
Uy < e
li Iy -
I R
+ c
+ U,

Uss —— U . ct +

B I, —_— _ Uce

(Resitev: Ucp =0, Ucg=0,6 V, Ic=11,4mA, =99, [ =115 pA, Ugg = 6,01 V)

3. IzraCunajte mejno frekvenco fr spojnega FET-a, ki deluje v delovni tocki z Ugs = —2.0 V v
podro¢ju nasicenja in ga pri krmiljenju z majhnimi visokofrekven¢nimi signali lahko
nadomestimo z danim nadomestnim vezjem.
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(Resitev: g,, =4 mS, wry= 338 Mrad/s, ft = 53,8 MHz)

4. V danem vezju z MOS tranzistorjem dolo€ite tip in orientacijo tranzistorja, nariSite prerez
strukture tranzistorja in dolocite napetost Ugg tako, da bo padec napetosti na Rp enak polovici
napajalne napetosti Upp.

(Podatki: Ur=3V, Copta =2 mAV?, W/L=10, Upp=24V, Rp= 150 Q)

UGG__-—_ Uss = U,y
(Resitev: MOS-FET z induciranim n-kanalom; skupni izvor (S), Ips= 80 mA, Ugs = 5,83 V)
PiSete 60 minut, dovoljena je uporaba lista z osnovnimi ena¢bami in konstantami.
Rezultati bodo objavljeni predvidoma jutri dopoldan v STUDIS-u.




